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内容概要

本书从非微电子专业读者掌握VLSI设计知识和技能的需求出发，以器件、电路和系统设计为背景，系
统全面地介绍VLSI设计的知识和方法，主要内容包括VLSI设计概论、MOS器件设计、半导体工艺基础
知识、电路设计及参数计算、基本逻辑电路设计、VLSI版图设计、半定制全定制及片上系统(SOC)的
设计方法以及VLSI计算机辅助设计等。
　　本书是作者十多年来在清华大学计算机科学与技术系为本科生和研究生开设VLSI设计相关课程教
学与VLSI EDA研究的经验基础上，结合目前集成电路设计的发展状况编写而成。
本书作为VLSI设计导论性书籍，内容广泛，叙述由浅入深，既可作为大专院校计算机、自动化、电机
和机电等专业本科生和研究生学习的教材或参考书，也可作为从事VLSI设计的技术人员的参考书。
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